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1. はじめに 

非鉛圧電薄膜材料として(K, Na)NbO3（KNN）が注目されている。我々はこれまでに，Si基板上

に KNN薄膜をエピタキシャル成長させ，その圧電特性を評価することに成功した[1]。しかしなが

ら圧電変位定数 e31,fは 5C/m2程度に留まり，その原因としてカンチレバー型サンプルにおける面

内組成の不均一性などが挙げられる。今回は，スパッタ条件の最適化によって，エピタキシャル

KNN薄膜の圧電特性が改善したことについて報告する。 

2. 実験方法 

3元 RFマグネトロンスパッタを用いて，(001)SrRuO3/Pt/ZrO2/Si基板（KRYSTAL㈱製）上に膜

厚約 2μm のエピタキシャル KNN 薄膜を作製し，その後 650℃でポストアニールを行った。結晶

構造は XRD，組成は EDSで評価した。誘電・圧電特性は，P-Eヒステリシス，誘電率，カンチレ

バー法による逆圧電測定から算出した e31,fで評価した[2]。 

3. 結果と考察 

作製したエピタキシャル KNN薄膜の(K+Na)/Nb比が 0.94～0.98を示した部位で，Na/(K+Na)比

は 0.44～0.67となった。得られた KNN薄膜は飽和した P-Eヒステリシスを示し，Na/(K+Na)比が

0.57のヒステリシスは特に角形性に優れ，残留分極値は 29µC/cm2であった（Fig. 1）。誘電率は 200

～450と低く，誘電損失は 0.06～0.15程度であった。Fig. 2に KNN薄膜の｜e31,f｜の Na/(K+Na)比

依存性を示す。Na/(K+Na)比が 0.54付近でピークを示し，その｜e31,f｜は 9.1C/m2であった。前回

の報告[1]から圧電特性の改善が見られ，当日はその原因について報告する。 

  

Fig. 1.  P-E hysteresis loop of epitaxial KNN thin 

film on (001)SrRuO3/Pt/ZrO2/Si substrate.  
Fig. 2.  Piezoelectric properties of epitaxial KNN 

thin films on (001)SrRuO3/Pt/ZrO2/Si substrates. 
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